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Рассмотрено влияние облучения электронами 6 МэВ и последующих отжигов на распределение времени жизни и удельного сопротивления пластин монокристаллического кремния диаметром 150 мм, значениями сопротивления 1–4 Ом(см, выращенных методом Чохральского. Получено, что интегральные потоки до 7(1013 см-2 практически не изменяют величину и распределение удельного сопротивления, и снижают время жизни от 30 до 1 мкс. Последующие отжиги при температурах до 600(С приводят к увеличению исходного времени жизни практически в два раза в центре в пределах радиуса 40 мм. Оценены энергии активации процессов аннигиляции глубоких рекомбинационных центров.

